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内容概要

《功率集成电路技术理论与设计》以介绍功率集成电路的基本设计原理为主线，结合已有的研究基础
分别从功率器件原理、功率集成电路工艺、工艺仿真和器件仿真、电路设计和版图绘制等方面来阐述
功率集成电路的设计理论。
本书着重现有的主流功率集成电路相关技术，在理解功率集成电路基本设计原理的基础上，追求内容
的系统性、实用性和先进性，力求读者能尽快接轨并掌握现有主流功率集成电路技术，产生兴趣与共
鸣。
本书是在浙江大学韩雁教授主导下，由洪慧、文进才和陈科明编写完成。
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